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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】優れた発光特性等を有する機能性材料として有
用なジスチリルベンゼン混合物を提供すること。
【解決手段】下記一般式（１）で表わされる対称型ジス
チリルベンゼン化合物から選択される２種類または３種
類と、下記一般式（４）で表わされる非対称型ジスチリ
ルベンゼン化合物から選択される１～３種類とを含むこ
とを特徴とするジスチリルベンゼン化合物混合物。

（式中、Ｒ１、Ｒ２、Ｒ３、Ｒ４、Ｒ５、Ｒ６、Ｒ７、
Ｒ８はそれぞれ独立して水素原子、アルキル基等を表わ



(2) JP 2010-70455 A 2010.4.2

10

20

30

40

【特許請求の範囲】
【請求項１】
下記一般式（１）、一般式（２）および一般式（３）で表わされる３種類の対称型ジスチ
リルベンゼン化合物から選択される２種類または３種類と、下記一般式（４）、一般式（
５）および一般式（６）で表わされる非対称型ジスチリルベンゼン化合物から選択される
１～３種類とを含むことを特徴とするジスチリルベンゼン化合物混合物。
【化１】

【化２】

【化３】

【化４】
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【化５】

【化６】

（式中、Ｒ１、Ｒ２、Ｒ３、Ｒ４、Ｒ５、Ｒ６、Ｒ７、Ｒ８、Ｒ９、Ｒ１０、Ｒ１１およ
びＲ１２はそれぞれ独立して水素原子、アルキル基、アルコキシ基、アラルキル基、ハロ
ゲン原子、二置換アミノ基、置換もしくは無置換のフェニル基を表わし、Ｒ１とＲ２、Ｒ

３とＲ４、Ｒ５とＲ６、Ｒ７とＲ８、Ｒ９とＲ１０、Ｒ１１とＲ１２は共同で環を形成し
てもよい。但し、置換基群Ｒ５、Ｒ６、Ｒ７およびＲ８と置換基群Ｒ９、Ｒ１０、Ｒ１１

およびＲ１２と置換基群Ｒ１、Ｒ２、Ｒ３およびＲ４は置換基または置換位置が少なくと
も１つ異なっているものとする。）
【請求項２】
前記一般式（４）～（６）で表わされる非対称型ジスチリルベンゼン化合物のうち、最大
含有率を示す化合物の含有率が１～５０質量％であることを特徴とする請求項１に記載の
ジスチリルベンゼン化合物混合物。
【請求項３】
下記一般式（７）、一般式（８）で表わされる２種類のジフェニルアミノベンズアルデヒ
ド化合物とｐ－キシレン－α，α'－ジイルジホスホン酸テトラエチルとの一段階の反応
によって合成されることを特徴とするジスチリルベンゼン化合物混合物。
【化７】
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【化８】

（式中、Ｒ１、Ｒ２、Ｒ３、Ｒ４、Ｒ５、Ｒ６、Ｒ７、Ｒ８はそれぞれ独立して水素原子
、アルキル基、アルコキシ基、アラルキル基、ハロゲン原子、二置換アミノ基、置換もし
くは無置換のフェニル基を表わし、Ｒ１とＲ２、Ｒ３とＲ４、Ｒ５とＲ６、Ｒ７とＲ８は
共同で環を形成してもよい。但し、置換基群Ｒ５、Ｒ６、Ｒ７およびＲ８と置換基群Ｒ１

、Ｒ２、Ｒ３およびＲ４は置換基または置換位置が少なくとも１つ異なっているものとす
る。）
【請求項４】
下記一般式（７）、一般式（８）で表わされる２種類のジフェニルアミノベンズアルデヒ
ド化合物とｐ－キシレン－α，α'－ジイルジホスホン酸テトラエチルとの一段階の反応
によって合成される下記一般式（１）、一般式（２）で表わされる２種類の対称型ジスチ
リルベンゼン化合物と、下記一般式（４）で表わされる１種類の非対称型ジスチリルベン
ゼン化合物からなることを特徴とするジスチリルベンゼン化合物混合物。

【化９】

【化１０】

【化１１】
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【化１２】

【化１３】

（式中、Ｒ１、Ｒ２、Ｒ３、Ｒ４、Ｒ５、Ｒ６、Ｒ７、Ｒ８はそれぞれ独立して水素原子
、アルキル基、アルコキシ基、アラルキル基、ハロゲン原子、二置換アミノ基、置換もし
くは無置換のフェニル基を表わし、Ｒ１とＲ２、Ｒ３とＲ４、Ｒ５とＲ６、Ｒ７とＲ８は
共同で環を形成してもよい。但し、置換基群Ｒ５、Ｒ６、Ｒ７およびＲ８と置換基群Ｒ１

、Ｒ２、Ｒ３およびＲ４は置換基または置換位置が少なくとも１つ異なっているものとす
る。）
【請求項５】
下記一般式（７）、一般式（８）および一般式（９）で表わされる３種類のジフェニルア
ミノベンズアルデヒド化合物とｐ－キシレン－α，α'－ジイルジホスホン酸テトラエチ
ルとの一段階の反応によって合成されることを特徴とするジスチリルベンゼン化合物混合
物。

【化１４】

【化１５】
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【化１６】

（式中、Ｒ１、Ｒ２、Ｒ３、Ｒ４、Ｒ５、Ｒ６、Ｒ７、Ｒ８、Ｒ９、Ｒ１０、Ｒ１１およ
びＲ１２はそれぞれ独立して水素原子、アルキル基、アルコキシ基、アラルキル基、ハロ
ゲン原子、二置換アミノ基、置換もしくは無置換のフェニル基を表わし、Ｒ１とＲ２、Ｒ

３とＲ４、Ｒ５とＲ６、Ｒ７とＲ８、Ｒ９とＲ１０、Ｒ１１とＲ１２は共同で環を形成し
てもよい。但し、置換基群Ｒ５、Ｒ６、Ｒ７およびＲ８と置換基群Ｒ９、Ｒ１０、Ｒ１１

およびＲ１２と置換基群Ｒ１、Ｒ２、Ｒ３およびＲ４は置換基または置換位置が少なくと
も１つ異なっているものとする。）
【請求項６】
下記一般式（７）、一般式（８）および一般式（９）で表わされる３種類のジフェニルア
ミノベンズアルデヒド化合物とｐ－キシレン－α，α'－ジイルジホスホン酸テトラエチ
ルとの一段階の反応によって合成される下記一般式（１）、一般式（２）および一般式（
３）で表わされる３種類の対称型ジスチリルベンゼン化合物と、下記一般式（４）、一般
式（５）および一般式（６）で表わされる３種類の非対称型ジスチリルベンゼン化合物と
からなることを特徴とするジスチリルベンゼン化合物混合物。

【化１７】

【化１８】

【化１９】
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【化２０】

【化２１】

【化２２】

【化２３】

【化２４】
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【化２５】

（式中、Ｒ１、Ｒ２、Ｒ３、Ｒ４、Ｒ５、Ｒ６、Ｒ７、Ｒ８、Ｒ９、Ｒ１０、Ｒ１１およ
びＲ１２はそれぞれ独立して水素原子、アルキル基、アルコキシ基、アラルキル基、ハロ
ゲン原子、二置換アミノ基、置換もしくは無置換のフェニル基を表わし、Ｒ１とＲ２、Ｒ

３とＲ４、Ｒ５とＲ６、Ｒ７とＲ８、Ｒ９とＲ１０、Ｒ１１とＲ１２は共同で環を形成し
てもよい。但し、置換基群Ｒ５、Ｒ６、Ｒ７およびＲ８と置換基群Ｒ９、Ｒ１０、Ｒ１１

およびＲ１２と置換基群Ｒ１、Ｒ２、Ｒ３およびＲ４は置換基または置換位置が少なくと
も１つ異なっているものとする。）
【請求項７】
下記一般式（７）、一般式（８）および一般式（９）で表わされる３種類のジフェニルア
ミノベンズアルデヒド化合物から選択される２種類または３種類とｐ－キシレン－α，α
'－ジイルジホスホン酸テトラエチルとの一段階の反応によって、３～６種類のジスチリ
ルベンゼン化合物混合物を得ることを特徴とするジスチリルベンゼン化合物混合物の製造
方法。

【化２６】

【化２７】

【化２８】

（式中、Ｒ１、Ｒ２、Ｒ３、Ｒ４、Ｒ５、Ｒ６、Ｒ７、Ｒ８、Ｒ９、Ｒ１０、Ｒ１１およ
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びＲ１２はそれぞれ独立して水素原子、アルキル基、アルコキシ基、アラルキル基、ハロ
ゲン原子、二置換アミノ基、置換もしくは無置換のフェニル基を表わし、Ｒ１とＲ２、Ｒ

３とＲ４、Ｒ５とＲ６、Ｒ７とＲ８、Ｒ９とＲ１０、Ｒ１１とＲ１２は共同で環を形成し
てもよい。但し、置換基群Ｒ５、Ｒ６、Ｒ７およびＲ８と置換基群Ｒ９、Ｒ１０、Ｒ１１

およびＲ１２と置換基群Ｒ１、Ｒ２、Ｒ３およびＲ４は置換基または置換位置が少なくと
も１つ異なっているものとする。）
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、有機溶剤に対する溶解性を向上させたジスチリルベンゼン化合物混合物に関
するものである。さらに詳細には、光電変換素子、薄膜トランジスタ素子、発光素子など
種々の有機エレクトロニクス用素材として有用であるジスチリルベンゼン化合物混合物に
関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　有機材料の発光特性や電荷輸送特性を利用して、光電変換素子、薄膜トランジスタ素子
、発光素子など種々の機能素子が提案されている。これら機能素子のなかで、光電変換素
子とりわけ有機太陽電池および電子写真感光体用電荷輸送剤としてこれまで低分子系およ
び高分子系の様々な材料が報告されている。
　以下、電子写真感光体を例に挙げ、従来の電荷輸送剤について述べる。電子写真感光体
は可視光から赤外光まで各種露光光源に対応した材料が開発しやすいこと、環境汚染の影
響が少ない材料を選択できること、製造コストが安いことなどの理由により、無機感光体
に対して有利な点が多い。電子写真感光体の電荷輸送剤としては、例えばオキサジアゾー
ル化合物（例えば、特許文献１参照）、オキサゾール化合物（例えば、特許文献２参照）
、ピラゾリン化合物（例えば、特許文献３参照）、ヒドラゾン化合物（例えば、特許文献
４～７参照）、ジアミン化合物（例えば、特許文献８参照）、スチルベン化合物（例えば
、特許文献９～１１参照）、ブタジエン化合物（例えば、特許文献１２参照）等がある。
これらの電荷輸送剤は優れた特性を有し、実用化されているものがあるが、近年、画像形
成装置の高速化並びに小型化が急速に進行するに伴って、電荷輸送機能の更なる向上が必
要不可欠となっており、特に高移動度を有する電荷輸送剤の開発が強く求められている。
　高移動度を有する電荷輸送剤は、π共役が発達した分子構造が有利であるが、その場合
に分子サイズが大きくなり、溶解性が低下したり、結晶化しやすくなるなどの不具合が生
じる。感光体の電荷輸送層に用いる場合は、電荷輸送剤をバインダー樹脂とともに溶剤に
溶解させ膜を形成する必要がある。例え、移動度に優れる電荷輸送剤があったとしても、
溶剤に溶解できなければ実用性はないことになる。
【０００３】
　高移動度を有する電荷輸送剤としては、ジスチリルベンゼン化合物を電子写真感光体の
用途として用いているものが開示されている（特許文献１３参照）。ジスチリルベンゼン
化合物は耐久性、感度、ドリフト移動度等は優れているが、有機溶剤に対する溶解性に乏
しい。溶解性が乏しいと、電荷輸送性に影響を与える上、一度溶解したとしても後から結
晶化したり、微小なクラックが形成されたりすることがあり、溶解性が低いことが及ぼす
影響は非常に大きい。
　バインダー樹脂への相溶性を改善したジスチリルベンゼン化合物を得る手法もあるが（
特許文献１４参照）、ジスチリルベンゼン化合物の対称性を考慮したものではなく、また
製造工程が長く、安価に製造することが困難であり、実用レベルにあるとは言い難い。ま
た、一段階の反応で得た複数のスチリル基を有する化合物混合物を電子写真感光体の材料
として使用しているものがある（特許文献１５参照）。この方法で得られる混合物はオリ
ゴマーであり、不純物を多く含んでいる。そのため、電荷輸送剤としての機能が高くはな
い。また、一段階の反応でｐ－ターフェニル化合物混合物を合成しているものがある（特
許文献１６参照）。この方法で得られる混合物は有機溶剤に対する溶解性が高く、純度も
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は十分ではない。このように高いドリフト移動度を有し、低コストで製造可能であり、有
機溶剤に対する優れた溶解性を有する電荷輸送剤は見出されていない。
【０００４】
【特許文献１】特公昭３４－００５４６６号公報
【特許文献２】特開昭５６－１２３５４４号公報
【特許文献３】特公昭５２－０４１８８０号公報
【特許文献４】特公昭５５－０４２３８０号公報
【特許文献５】特公昭６１－０４０１０４号公報
【特許文献６】特公昭６２－０３５６７３号公報
【特許文献７】特公昭６３－０３５９７６号公報
【特許文献８】特公昭５８－０３２３７２号公報
【特許文献９】特公昭６３－０１８７３８号公報
【特許文献１０】特公昭６３－０１９８６７号公報
【特許文献１１】特公平３－０３９３０６号公報
【特許文献１２】特開昭６２－０３０２５５号公報
【特許文献１３】特許第２５５２６９５号公報
【特許文献１４】特許第３７２０９２７号公報
【特許文献１５】特開２００５－１８１６７９号公報
【特許文献１６】ＷＯ２００７／０８６４３９　Ａ１
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　本発明は上記従来技術の現状に鑑みてなされたものであり、高い移動度並びに電荷輸送
性を併せ持ち、かつ低コストで製造可能であり、溶剤に対する溶解性が良好であり、また
優れた発光特性あるいは電荷輸送特性を有すると共に耐久性に優れた機能性材料として有
用なジスチリルベンゼン混合物を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　上記課題は本発明の以下の（１）～（７）によって解決される。
（１）「下記一般式（１）、一般式（２）および一般式（３）で表わされる３種類の対称
型ジスチリルベンゼン化合物から選択される２種類または３種類と、下記一般式（４）、
一般式（５）および一般式（６）で表わされる非対称型ジスチリルベンゼン化合物から選
択される１～３種類とを含むことを特徴とするジスチリルベンゼン化合物混合物；
【０００７】
【化１】

【０００８】
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【化２】

【０００９】
【化３】

【００１０】

【化４】

【００１１】
【化５】

【００１２】
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【化６】

（式中、Ｒ１、Ｒ２、Ｒ３、Ｒ４、Ｒ５、Ｒ６、Ｒ７、Ｒ８、Ｒ９、Ｒ１０、Ｒ１１およ
びＲ１２はそれぞれ独立して水素原子、アルキル基、アルコキシ基、アラルキル基、ハロ
ゲン原子、二置換アミノ基、置換もしくは無置換のフェニル基を表わし、Ｒ１とＲ２、Ｒ

３とＲ４、Ｒ５とＲ６、Ｒ７とＲ８、Ｒ９とＲ１０、Ｒ１１とＲ１２は共同で環を形成し
てもよい。但し、置換基群Ｒ５、Ｒ６、Ｒ７およびＲ８と置換基群Ｒ９、Ｒ１０、Ｒ１１

およびＲ１２と置換基群Ｒ１、Ｒ２、Ｒ３およびＲ４は置換基または置換位置が少なくと
も１つ異なっているものとする。）」、
（２）「前記一般式（４）～（６）で表わされる非対称型ジスチリルベンゼン化合物のう
ち、最大含有率を示す化合物の含有率が１～５０質量％であることを特徴とする前記第（
１）項に記載のジスチリルベンゼン化合物混合物」、
（３）「下記一般式（７）、一般式（８）で表わされる２種類のジフェニルアミノベンズ
アルデヒド化合物とｐ－キシレン－α，α'－ジイルジホスホン酸テトラエチルとの一段
階の反応によって合成されることを特徴とするジスチリルベンゼン化合物混合物；
【００１３】

【化７】

【００１４】
【化８】

（式中、Ｒ１、Ｒ２、Ｒ３、Ｒ４、Ｒ５、Ｒ６、Ｒ７、Ｒ８はそれぞれ独立して水素原子
、アルキル基、アルコキシ基、アラルキル基、ハロゲン原子、二置換アミノ基、置換もし
くは無置換のフェニル基を表わし、Ｒ１とＲ２、Ｒ３とＲ４、Ｒ５とＲ６、Ｒ７とＲ８は
共同で環を形成してもよい。但し、置換基群Ｒ５、Ｒ６、Ｒ７およびＲ８と置換基群Ｒ１

、Ｒ２、Ｒ３およびＲ４は置換基または置換位置が少なくとも１つ異なっているものとす
る。）」、
（４）「下記一般式（７）、一般式（８）で表わされる２種類のジフェニルアミノベンズ
アルデヒド化合物とｐ－キシレン－α，α'－ジイルジホスホン酸テトラエチルとの一段
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型ジスチリルベンゼン化合物と、下記一般式（４）で表わされる１種類の非対称型ジスチ
リルベンゼン化合物からなることを特徴とするジスチリルベンゼン化合物混合物；
【００１５】
【化９】

【００１６】

【化１０】

【００１７】
【化１１】

【００１８】
【化１２】

【００１９】
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【化１３】

（式中、Ｒ１、Ｒ２、Ｒ３、Ｒ４、Ｒ５、Ｒ６、Ｒ７、Ｒ８はそれぞれ独立して水素原子
、アルキル基、アルコキシ基、アラルキル基、ハロゲン原子、二置換アミノ基、置換もし
くは無置換のフェニル基を表わし、Ｒ１とＲ２、Ｒ３とＲ４、Ｒ５とＲ６、Ｒ７とＲ８は
共同で環を形成してもよい。但し、置換基群Ｒ５、Ｒ６、Ｒ７およびＲ８と置換基群Ｒ１

、Ｒ２、Ｒ３およびＲ４は置換基または置換位置が少なくとも１つ異なっているものとす
る。）」、
（５）「下記一般式（７）、一般式（８）および一般式（９）で表わされる３種類のジフ
ェニルアミノベンズアルデヒド化合物とｐ－キシレン－α，α'－ジイルジホスホン酸テ
トラエチルとの一段階の反応によって合成されることを特徴とするジスチリルベンゼン化
合物混合物。
【００２０】
【化１４】

【００２１】
【化１５】

【００２２】
【化１６】

（式中、Ｒ１、Ｒ２、Ｒ３、Ｒ４、Ｒ５、Ｒ６、Ｒ７、Ｒ８、Ｒ９、Ｒ１０、Ｒ１１およ
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ゲン原子、二置換アミノ基、置換もしくは無置換のフェニル基を表わし、Ｒ１とＲ２、Ｒ

３とＲ４、Ｒ５とＲ６、Ｒ７とＲ８、Ｒ９とＲ１０、Ｒ１１とＲ１２は共同で環を形成し
てもよい。但し、置換基群Ｒ５、Ｒ６、Ｒ７およびＲ８と置換基群Ｒ９、Ｒ１０、Ｒ１１

およびＲ１２と置換基群Ｒ１、Ｒ２、Ｒ３およびＲ４は置換基または置換位置が少なくと
も１つ異なっているものとする。）」、
（６）「下記一般式（７）、一般式（８）および一般式（９）で表わされる３種類のジフ
ェニルアミノベンズアルデヒド化合物とｐ－キシレン－α，α'－ジイルジホスホン酸テ
トラエチルとの一段階の反応によって合成される下記一般式（１）、一般式（２）および
一般式（３）で表わされる３種類の対称型ジスチリルベンゼン化合物と、下記一般式（４
）、一般式（５）および一般式（６）で表わされる３種類の非対称型ジスチリルベンゼン
化合物とからなることを特徴とするジスチリルベンゼン化合物混合物；
【００２３】
【化１７】

【００２４】
【化１８】

【００２５】
【化１９】

【００２６】
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【００２７】
【化２１】

【００２８】
【化２２】

【００２９】
【化２３】

【００３０】
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【００３１】
【化２５】

（式中、Ｒ１、Ｒ２、Ｒ３、Ｒ４、Ｒ５、Ｒ６、Ｒ７、Ｒ８、Ｒ９、Ｒ１０、Ｒ１１およ
びＲ１２はそれぞれ独立して水素原子、アルキル基、アルコキシ基、アラルキル基、ハロ
ゲン原子、二置換アミノ基、置換もしくは無置換のフェニル基を表わし、Ｒ１とＲ２、Ｒ

３とＲ４、Ｒ５とＲ６、Ｒ７とＲ８、Ｒ９とＲ１０、Ｒ１１とＲ１２は共同で環を形成し
てもよい。但し、置換基群Ｒ５、Ｒ６、Ｒ７およびＲ８と置換基群Ｒ９、Ｒ１０、Ｒ１１

およびＲ１２と置換基群Ｒ１、Ｒ２、Ｒ３およびＲ４は置換基または置換位置が少なくと
も１つ異なっているものとする。）」、
（７）「下記一般式（７）、一般式（８）および一般式（９）で表わされる３種類のジフ
ェニルアミノベンズアルデヒド化合物から選択される２種類または３種類とｐ－キシレン
－α，α'－ジイルジホスホン酸テトラエチルとの一段階の反応によって、３～６種類の
ジスチリルベンゼン化合物混合物を得ることを特徴とするジスチリルベンゼン化合物混合
物の製造方法；
【００３２】

【化２６】

【００３３】
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【化２７】

【００３４】
【化２８】

（式中、Ｒ１、Ｒ２、Ｒ３、Ｒ４、Ｒ５、Ｒ６、Ｒ７、Ｒ８、Ｒ９、Ｒ１０、Ｒ１１およ
びＲ１２はそれぞれ独立して水素原子、アルキル基、アルコキシ基、アラルキル基、ハロ
ゲン原子、二置換アミノ基、置換もしくは無置換のフェニル基を表わし、Ｒ１とＲ２、Ｒ

３とＲ４、Ｒ５とＲ６、Ｒ７とＲ８、Ｒ９とＲ１０、Ｒ１１とＲ１２は共同で環を形成し
てもよい。但し、置換基群Ｒ５、Ｒ６、Ｒ７およびＲ８と置換基群Ｒ９、Ｒ１０、Ｒ１１

およびＲ１２と置換基群Ｒ１、Ｒ２、Ｒ３およびＲ４は置換基または置換位置が少なくと
も１つ異なっているものとする。）」、
【発明の効果】
【００３５】
　本発明のジスチリルベンゼン化合物混合物は高いドリフト移動度を有し、有機溶剤に対
する溶解性に優れる。本発明のジスチリルベンゼン化合物混合物は応用範囲が広く、高感
度の光電変換素子として電子写真感光体のみならず、有機ＥＬ、有機太陽電池、有機ＴＦ
Ｔなどの材料として非常に有効である。
　本発明のジスチリルベンゼン化合物混合物の有機溶剤に対する溶解性が向上した理由と
して、混合物が類似構造の化合物の混合物であることが挙げられる。また、この混合物は
、嵩高いフェニルアミノ基の構造が異なり立体障害を有するため、分散性に優れ、良好な
電荷輸送能をも発現する。
　ジスチリルベンゼン化合物混合物を一段階の反応で合成すると、類似構造の化合物の混
合物を晶析で得られる。この混晶は、フェニルアミノ基の構造が異なるジスチリルベンゼ
ン化合物がランダムに存在するため、立体障害により、分子レベルでの隙間が多くなるた
め、さらに溶解性が向上すると考えられる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００３６】
　本発明の前記一般式（１）、一般式（２）および一般式（３）で表わされる３種類の対
称型ジスチリルベンゼン化合物の内、２～３種類と、該化合物のそれぞれの置換基群を併
せ持つ一般式（４）、一般式（５）および一般式（６）で表わされる非対称型ジスチリル
ベンゼン化合物の内、１～３種類からなるジスチリルベンゼン化合物混合物は、各々の化
合物を合成し、混合することで作製することができる。
　また、本発明の前記一般式（１）、一般式（２）および一般式（３）で表わされる３種
類の対称型ジスチリルベンゼン化合物の内、２～３種類と、該化合物のそれぞれの置換基
群を併せ持つ一般式（４）、一般式（５）および一般式（６）で表わされる非対称型ジス
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チリルベンゼン化合物の内、１～３種類からなるジスチリルベンゼン化合物混合物は、下
記一般式（７）、一般式（８）および一般式（９）で表わされる３種類のジフェニルアミ
ノベンズアルデヒド化合物から選択される２種類または３種類とｐ－キシレン－α，α’
－ジイルジホスホン酸テトラエチルとの一段階の反応によっても、３～６種類のジスチリ
ルベンゼン化合物混合物を合成することができる。一段階の反応でジスチリルベンゼン化
合物混合物を合成する方法は、嵩高いフェニルアミノ基の構造が異なる対称型ジスチリル
ベンゼンと非対称型ジスチリルベンゼンとが同時に合成されるため、分子同士が整列し難
く、前記混合物の混晶は、分子レベルで隙間が多く存在し、各々の化合物を別々に合成し
て混合したものに比べ、より溶解性が向上する。
【００３７】
【化２９】

【００３８】
【化３０】

【００３９】
【化３１】

【００４０】
（式中、Ｒ１、Ｒ２、Ｒ３、Ｒ４、Ｒ５、Ｒ６、Ｒ７、Ｒ８、Ｒ９、Ｒ１０、Ｒ１１およ
びＲ１２はそれぞれ独立して水素原子、アルキル基、アルコキシ基、アラルキル基、ハロ
ゲン原子、二置換アミノ基、置換もしくは無置換のフェニル基を表わし、Ｒ１とＲ２、Ｒ

３とＲ４、Ｒ５とＲ６、Ｒ７とＲ８、Ｒ９とＲ１０、Ｒ１１とＲ１２は共同で環を形成し
てもよい。但し、置換基群Ｒ５、Ｒ６、Ｒ７およびＲ８と置換基群Ｒ９、Ｒ１０、Ｒ１１

およびＲ１２と置換基群Ｒ１、Ｒ２、Ｒ３およびＲ４は置換基または置換位置が少なくと
も１つ異なっているものとする。）
【００４１】
　フェニル基の置換基であるＲ１とＲ２、Ｒ３とＲ４、Ｒ５とＲ６、Ｒ７とＲ８、Ｒ９と
Ｒ１０、Ｒ１１とＲ１２が共同で環を形成した結果、フェニル基と共に構成される基とし
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ては、インデン、インダン、ナフタレン、テトラリン、ベンゾフラン、クロマン、インド
ール、インドリンなどが挙げられる。
【００４２】
　前記一般式（４）、一般式（５）または一般式（６）で表わされる非対称型ジスチリル
ベンゼン化合物の具体的な例として、次のような化合物が挙げられる。なお、本発明にお
いては、これらの化合物に限定されるものではない。
【００４３】
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【化３２】

【００４４】
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【化３３】

【００４５】
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　前記一般式（１）、一般式（２）または一般式（３）で表わされる対称型ジスチリルベ
ンゼン化合物の具体的な例として、次のような化合物が挙げられる。なお、本発明におい
ては、これらの化合物に限定されるものではない。
【００４６】
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【化３４】

【００４７】
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【００４８】
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【化３６】
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【００４９】
　一段階の反応で本発明のジスチリルベンゼン化合物混合物を合成する際、各々の反応速
度が同じであると仮定した場合、ジスチリルベンゼン化合物混合物中の最大含有率を示す
非対称型ジスチリルベンゼン化合物は最大で５０質量％となる。実施例で示すように、一
段階の反応で合成した非対称型ジスチリルベンゼン化合物の含有率は５０％より小さい。
これらの結果から、本発明のジスチリルベンゼン化合物混合物において、前記一般式（４
）～（６）で表わされる非対称型ジスチリルベンゼン化合物のうち、最大含有率を示す化
合物の含有率は０質量％より大きく、５０質量％以下となると考えられる。本発明のジス
チリルベンゼン化合物混合物において、前記一般式（４）～（６）で表わされる非対称型
ジスチリルベンゼン化合物のうち、最大含有率を示す化合物の含有率は１質量％より多い
ことが望ましい。１質量％以下の場合、溶解性の悪い対称型ジスチリルベンゼンが多くな
り、溶解性が悪化することがある。さらに望ましくは、溶解性の観点から前記一般式（４
）～（６）で表わされる非対称型ジスチリルベンゼン化合物のうち、最大含有率を示す化
合物の含有率が５質量％より多いジスチリルベンゼン化合物混合物である。
　一段階ではなく、個々の化合物を混合してジスチリルベンゼン化合物混合物を作製する
ことも可能であり、その際一般式（４）～（６）で表わされる非対称型ジスチリルベンゼ
ン化合物のうち、最大含有率を示す化合物の含有率は５０質量％を超えることができる。
しかしながら、非対称型ジスチリルベンゼン化合物と対称型ジスチリルベンゼン化合物と
が高度に分散し、溶解性に優れる点、及び、コスト面から、有利である。
【００５０】
また、本発明のジスチリルベンゼン化合物混合物において、前記一般式（１）～（３）で
表わされる対称型ジスチリルベンゼン化合物のうち、最大含有率を示す化合物の含有率は
２５～９５質量％であることが望ましい。
【００５１】
　本発明の電子写真感光体は、前記一般式（１）、一般式（２）および一般式（３）で表
わされる３種類の対称型ジスチリルベンゼン化合物（但し、置換基群Ｒ５、Ｒ６、Ｒ７お
よびＲ８と置換基群Ｒ９、Ｒ１０、Ｒ１１およびＲ１２と置換基群Ｒ１、Ｒ２、Ｒ３およ
びＲ４は置換基または置換位置が少なくとも１つ異なっているものとする。）の内、２～
３種類と、該化合物のそれぞれの置換基群を併せ持つ一般式（４）、一般式（５）および
一般式（６）で表わされる非対称型ジスチリルベンゼン化合物（但し、置換基群Ｒ５、Ｒ
６、Ｒ７およびＲ８と置換基群Ｒ９、Ｒ１０、Ｒ１１およびＲ１２と置換基群Ｒ１、Ｒ２
、Ｒ３およびＲ４は置換基または置換位置が少なくとも１つ異なっているものとする。）
のうち、１～３種類からなるジスチリルベンゼン化合物混合物を含有する。一段階の反応
で本発明のジスチリルベンゼン化合物混合物を合成する場合、前記一般式（４）～（６）
で表わされる非対称型ジスチジスチリルベンゼン化合物のうち、最大含有率を示す化合物
の含有率が０質量％より大きく、５０質量％以下となると考えられる。非対称型ジスチジ
スチリルベンゼン化合物が１質量％以下の場合、溶解性の悪い対称型ジスチリルベンゼン
が多くなり、溶解性が悪化することがある。そのため、より好ましくは溶解性の観点から
前記一般式（４）～（６）で表わされる非対称型ジスチリルベンゼン化合物のうち、最大
含有率を示す化合物の含有率が５質量％より多いジスチリルベンゼン化合物混合物である
。
【実施例】
【００５２】
　以下、実施例により本発明を具体的に説明する。実施例中の部は質量部を表わす。
　化合物の同定は、対称型ジスチリルベンゼン化合物については、個々の化合物について
の単一合成を実施し、元素分析によってその構造を確認した後、高速液体クロマトグラフ
ィーによるリテンションタイムの比較によって行なった。また、非対称型ジスチリルベン
ゼン化合物については、ジスチリルベンゼン化合物混合物からの分取高速液体クロマトグ
ラフィーを用いた単離を実施し、元素分析によってその構造を確認した後、高速液体クロ
マトグラフィーによるリテンションタイムの比較によって行なった。化合物の同定および
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混合比を測定するための高速液体クロマトグラフィーの側定条件は以下の通りである。
　　カラム：ＯＤＳ系カラム、
　　溶離液：テトラヒドロフラン／メタノール＝１／１０（ｖ／ｖ）、
　　測定波長：２５４ｎｍ。
【００５３】
［合成実施例１］（化合物Ｎｏ．１、Ｎｏ．１１およびＮｏ．１３からなるジスチリルベ
ンゼン化合物混合物の合成）
　ｐ－キシレン－α，α’－ジイルジホスホン酸テトラエチル１１．３５ｇ（３０．０ｍ
ｍｏｌ）と４－ジフェニルアミノベンズアルデヒド８．６１ｇ（３１．５ｍｍｏｌ）、４
－（ジ－ｐ－トリルアミノ）－ベンズアルデヒド９．４９ｇ（３１．５ｍｍｏｌ）にテト
ラヒドロフラン３４ｍｌを加え、これにカリウム－ｔ－ブトキシド８．０６ｇ（７２ｍｍ
ｏｌ）を３０～４５℃に加温しながら加えた。さらに、４５～５０℃で１時間撹拌した後
、メタノール１００ｍｌを加え、析出した結晶をろ過した。結晶をメタノールで洗浄した
後、乾燥し、粗晶１８．８０ｇ（収率；９７．２％）を得た。さらに、粗晶１５．００ｇ
にトルエン３００ｍｌを加え、５０℃に加温して溶解した後、活性白土強（日本活性白土
株式会社製）７．５０ｇを加え、４５～５０℃で１時間撹拌した。さらに活性白土強７．
５０ｇを加え、４５～５０℃で１時間撹拌した後、ろ過し、トルエンを留去した。テトラ
ヒドロフラン／メタノールの混合溶媒で晶析を行ない、化合物Ｎｏ．１、Ｎｏ．１１およ
びＮｏ．１３からなるジスチリルベンゼン化合物混合物を、化合物Ｎｏ．１：化合物Ｎｏ
．１１：化合物Ｎｏ．１３＝４８．５：２５．４：２５．９（高速液体クロマトグラフィ
ーによるピーク面積比）の混合比で１４．５９ｇ（精製収率；９７．３％）得た。
【００５４】
　個々の化合物の元素分析値は以下の通りである。
化合物Ｎｏ．１；炭素：８９．４２％（８９．４０％）、水素：６．２４％（６．２５％
）、窒素：４．３４％（４．３５％）、化合物Ｎｏ．１１；炭素：８９．５５％（８９．
５８％）、水素：５．９０％（５．８８％）、窒素：４．５５％（４．５４％）、化合物
Ｎｏ．１３；炭素：８９．２４％（８９．２５％）、水素：６．６０％（６．５９％）、
窒素：４．１５％（４．１６％）（計算値をかっこ内に示す。）。
　図１に合成実施例１で作製した化合物Ｎｏ．１、Ｎｏ．１１およびＮｏ．１３からなる
ジスチリルベンゼン化合物混合物のＩＲスペクトルを示す。
【００５５】
［合成実施例２］（化合物Ｎｏ．２、Ｎｏ．１２およびＮｏ．１３からなるジスチリルベ
ンゼン化合物混合物の合成１）
　ジフェニルアミノベンズアルデヒド化合物として４－（Ｎ－フェニル－Ｎ－ｐ－トリル
アミノ）－ベンズアルデヒド７．２４ｇ（２５．２ｍｍｏｌ）、４－（ジ－ｐ－トリルア
ミノ）－ベンズアルデヒド１１．３９ｇ（３７．８ｍｍｏｌ）を使用した他は、合成実施
例１と同様にして反応、後処理を行ない、粗晶１８．８６ｇ（収率；９５．０％）得た。
粗晶１５．００ｇを合成実施例１と同様にして活性白土による吸着精製、晶析を行ない、
化合物Ｎｏ．２、Ｎｏ．１２およびＮｏ．１３からなるジスチリルベンゼン化合物混合物
を、化合物Ｎｏ．２：化合物Ｎｏ．１２：化合物Ｎｏ．１３＝４５．７：１２．６：４０
．９（高速液体クロマトグラフィーによるピーク面積比）の混合比で１４．４３ｇ（収率
；９６．２％）得た。
【００５６】
　個々の化合物の元素分析値は以下の通りである。
化合物Ｎｏ．２；炭素：８９．３４％（８９．３２％）、水素：６．４２％（６．４３％
）、窒素：４．２３％（４．２５％）、化合物Ｎｏ．１２；炭素：８９．３８％（８９．
４０％）、水素：６．２６％（６．２５％）、窒素：４．３５％（４．３５％）、化合物
Ｎｏ．１３；炭素：８９．２４％（８９．２５％）、水素：６．６０％（６．５９％）、
窒素：４．１５％（４．１６％）（計算値をかっこ内に示す。）。
　図２に合成実施例２で作製した化合物Ｎｏ．２、Ｎｏ．１２およびＮｏ．１３からなる
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ジスチリルベンゼン化合物混合物のＩＲスペクトルを示す。
【００５７】
［合成実施例３］（化合物Ｎｏ．２、Ｎｏ．１２およびＮｏ．１３からなるジスチリルベ
ンゼン化合物混合物の合成２）
　ジフェニルアミノベンズアルデヒド化合物として４－（Ｎ－フェニル－Ｎ－ｐ－トリル
アミノ）－ベンズアルデヒド１．８１ｇ（６．３ｍｍｏｌ）、４－（ジ－ｐ－トリルアミ
ノ）－ベンズアルデヒド１７．０９ｇ（５６．７ｍｍｏｌ）を使用した他は、合成実施例
１と同様にして反応、後処理を行ない、粗晶１９．０１ｇ（収率；９４．６％）得た。粗
晶１５．００ｇを合成実施例１と同様にして活性白土による吸着精製、晶析を行ない、化
合物Ｎｏ．２、Ｎｏ．１２およびＮｏ．１３からなるジスチリルベンゼン化合物混合物を
、化合物Ｎｏ．２：化合物Ｎｏ．１２：化合物Ｎｏ．１３＝１６．８：０．９：８０．６
（高速液体クロマトグラフィーによるピーク面積比）の混合比で１４．３６ｇ（収率；９
５．７％）得た。
【００５８】
　個々の化合物の元素分析値は以下の通りである。
化合物Ｎｏ．２；炭素：８９．３４％（８９．３２％）、水素：６．４２％（６．４３％
）、窒素：４．２３％（４．２５％）、化合物Ｎｏ．１２；炭素：８９．３８％（８９．
４０％）、水素：６．２６％（６．２５％）、窒素：４．３５％（４．３５％）、化合物
Ｎｏ．１３；炭素：８９．２４％（８９．２５％）、水素：６．６０％（６．５９％）、
窒素：４．１５％（４．１６％）。（計算値をかっこ内に示す。）。
　図３に合成実施例３で作製した化合物Ｎｏ．２、Ｎｏ．１２およびＮｏ．１３からなる
ジスチリルベンゼン化合物混合物のＩＲスペクトルを示す。
【００５９】
［合成実施例４］（化合物Ｎｏ．３、Ｎｏ．４、Ｎｏ．５、Ｎｏ．１３、Ｎｏ．１８およ
びＮｏ．１９からなるジスチリルベンゼン化合物混合物の合成）
　ジフェニルアミノベンズアルデヒド化合物として４－（ジ－ｐ－トリルアミノ）－ベン
ズアルデヒド１５．１９ｇ（５０．４ｍｍｏｌ）、４－〔Ｎ－フェニル－Ｎ－（５，６，
７，８－テトラヒドロナフタレン－１－イル）－アミノ〕－ベンズアルデヒド１．３８ｇ
（４．２ｍｍｏｌ）、４－〔Ｎ－フェニル－Ｎ－（５，６，７，８－テトラヒドロナフタ
レン－２－イル）－アミノ〕－ベンズアルデヒド２．７５ｇ（８．４ｍｍｏｌ）を使用し
た他は、合成実施例１と同様にして反応、後処理を行ない、粗晶１８．９４ｇ（収率；９
２．４％）得た。粗晶１５．００ｇを合成実施例１と同様にして活性白土による吸着精製
、晶析を行ない、化合物Ｎｏ．３、Ｎｏ．４、Ｎｏ．５、Ｎｏ．１３、Ｎｏ．１８および
Ｎｏ．１９からなるジスチリルベンゼン化合物混合物を、化合物Ｎｏ．３：化合物Ｎｏ．
４：化合物Ｎｏ．５：化合物Ｎｏ．１３：化合物Ｎｏ．１８：化合物Ｎｏ．１９＝６．２
：１９．１：０．３：７３．０：０．１：０．９（高速液体クロマトグラフィーによるピ
ーク面積比）の混合比で１３．２３ｇ（収率；８８．２％）得た。
【００６０】
　個々の化合物の元素分析値は以下の通りである。
化合物Ｎｏ．３；炭素：８９．３９％（８９．３６％）、水素：６．６１％（６．６３％
）、窒素：４．００％（４．０１％）、化合物Ｎｏ．４；炭素：８９．３６％（８９．３
６％）、水素：６．６２％（６．６３％）、窒素：４．０２％（４．０１％）、化合物Ｎ
ｏ．５；炭素：８９．４９％（８９．４６％）、水素：６．６７％（６．６８％）、窒素
：３．８４％（３．８６％）、化合物Ｎｏ．１３；炭素：８９．２４％（８９．２５％）
、水素：６．６０％（６．５９％）、窒素：４．１５％（４．１６％）、化合物Ｎｏ．１
８；炭素：８９．５０％（８９．４６％）、水素：６．６６％（６．６８％）、窒素：３
．８４％（３．８６％）、化合物Ｎｏ．１９；炭素：８９．４３％（８９．４６％）、水
素：６．７１％（６．６８％）、窒素：３．８６％（３．８６％）（計算値をかっこ内に
示す。）。
　図４に合成実施例４で作製した化合物Ｎｏ．３、Ｎｏ．４、Ｎｏ．５およびＮｏ．１３
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、Ｎｏ．１８、Ｎｏ．１９からなるジスチリルベンゼン化合物混合物のＩＲスペクトルを
示す。
【００６１】
［有機溶剤に対する溶解度］
　合成実施例１～４のジスチリルベンゼン化合物混合物および単一合成したジスチリルベ
ンゼン化合物（化合物Ｎｏ．１１、Ｎｏ．１２およびＮｏ．１３）の２５℃におけるトル
エンまたはテトラヒドロフランに対する溶解度を測定した。結果を表１に示した。溶解度
の単位は％（重量／重量）で表わした。
【００６２】
【表１】

【００６３】
　本発明のジスチリルベンゼン化合物混合物と単一合成したジスチリルベンゼン化合物の
溶解度を比較すると、単一合成したジスチリルベンゼン化合物ではトルエンに対する溶解
度が極めて低いが、ジスチリルベンゼン化合物混合物では、単一合成したジスチリルベン
ゼン化合物の２倍以上の溶解度を示し、さらに、テトラヒドロフランに対する本発明のジ
スチリルベンゼン化合物混合物の溶解度は、単一合成したジスチリルベンゼン化合物の３
～７倍の溶解度を示し溶解性に優れていることが確認できた。また、結着樹脂と共に溶解
した場合にも、本発明のジスチリルベンゼン化合物混合物の塗布液は単一合成したジスチ
リルベンゼン化合物の塗布液と比較して溶解安定性に優れている。
【００６４】
[応用例]
　本発明のジスチリルベンゼン化合物混合物を用いた応用例として、電子写真感光体の作
製例を示す。
＜電子写真感光体１＞
　導電性支持体としての直径３０ｍｍのアルミニウムシリンダーに、下記組成の下引き層
塗工液、電荷発生層塗工液、電荷輸送層塗工液を、順次塗布・乾燥し、約３．５μｍの下
引き層、約０．２μｍの電荷発生層、約２３μｍの電荷輸送層を形成し、積層感光体を作
製した。なお、各層の塗工後に指触乾燥を行なった後、下引き層は１３０℃、電荷発生層
は９５℃、電荷輸送層は１２０℃で各々２０分乾燥を行なうことにより、導電性支持体／
下引き層／電荷発生層／電荷輸送層からなる電子写真感光体を得た。
（下引き層用塗工液）
　　酸化チタン　　　　　　　　　　　　　　　　　５０部
　　　（ＣＲ－ＥＬ、平均一次粒径：約０．２５μｍ、石原産業（株）製）
　　アルキッド樹脂　　　　　　　　　　　　　　　１４部
　　　（ベッコライトＭ６４０１－５０、固形分：５０％、
　　　　大日本インキ化学工業（株）製）
　　メラミン樹脂　　　　　　　　　　　　　　　　　８部
　　　（Ｌ－１４５－６０、固形分：６０％、大日本インキ化学工業（株）製）
　　２－ブタノン　　　　　　　　　　　　　　　　７０部
【００６５】
（チタニルフタロシアニン結晶の合成）
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　はじめに、電荷発生剤に用いたチタニルフタロシアニン結晶の合成方法について述べる
。合成は、特開２００４－８３８５９号公報に準じた。
　即ち、１，３－ジイミノイソインドリン２９２部とスルホラン１８００部を混合し、窒
素気流下でチタニウムテトラブトキシド２０４部を滴下する。滴下終了後、徐々に１８０
℃まで昇温し、反応温度を１７０℃～１８０℃の間に保ちながら５時間撹拌して反応を行
なった。反応終了後、放冷した後、析出物を濾過し、クロロホルムで粉体が青色になるま
で洗浄し、次にメタノールで数回洗浄し、更に８０℃の熱水で数回洗浄した後乾燥し、粗
チタニルフタロシアニンを得た。粗チタニルフタロシアニンを２０倍量の濃硫酸に溶解し
、１００倍量の氷水に撹拌しながら滴下し、析出した結晶を濾過し、次いで、洗浄液が中
性になるまでイオン交換水（ｐＨ：７．０、比伝導度：１．０μＳ／ｃｍ）により水洗い
を繰り返し（洗浄後のイオン交換水のｐＨ値は６．８、比伝導度は２．６μＳ／ｃｍであ
った）、チタニルフタロシアニン顔料のウェットケーキ（水ペースト）を得た。
【００６６】
　得られたこのウェットケーキ（水ペースト）４０部をテトラヒドロフラン２００部に投
入し、室温下でホモミキサー（ケニス、ＭＡＲＫＩＩｆモデル）により強烈に撹拌（２０
００ｒｐｍ）し、ペーストの濃紺色の色が淡い青色に変化したら（撹拌開始後２０分）、
撹拌を停止し、直ちに減圧濾過を行なった。濾過装置上で得られた結晶をテトラヒドロフ
ランで洗浄し、顔料のウェットケーキを得た。これを減圧下（５ｍｍＨｇ）、７０℃で２
日間乾燥して、チタニルフタロシアニン結晶８．５質量部を得た。これを顔料１とする。
前記ウェットケーキの固形分濃度は、１５質量％であった。結晶変換溶媒は、前記ウェッ
トケーキに対する質量比で３３倍の量を用いた。なお、合成例１の原材料には、ハロゲン
含有化合物を使用していない。得られたチタニルフタロシアニン粉末を、下記の条件によ
りＸ線回折スペクトル測定したところ、Ｃｕ－Ｋα線（波長１．５４２Å）に対するブラ
ッグ角２θが２７．２±０．２°に最大ピークと最低角７．３±０．２°にピークを有し
、更に９．４±０．２°、９．６±０．２°、２４．０±０．２°に主要なピークを有し
、かつ７．３°のピークと９．４°のピークの間にピークを有さず、更に２６．３°にピ
ークを有さないチタニルフタロシアニン粉末を得られた。その結果を図５に示す。
（Ｘ線回折スペクトル測定条件）
　　Ｘ線管球：Ｃｕ
　　電圧：５０ｋＶ
　　電流：３０ｍＡ
　　走査速度：２°／分
　　走査範囲：３°～４０°
　　時定数：２秒
【００６７】
（電荷発生層用塗工液）
　作製したチタニルフタロシアニン結晶を下記組成の処方にて、下記に示す条件にて分散
を行ない、電荷発生層用塗工液を作製した。
　　チタニルフタロシアニン結晶　　　　　　　　　　　　１５部
　　ポリビニルブチラール（積水化学製：ＢＸ－１）　　　１０部
　　２－ブタノン　　　　　　　　　　　　　　　　　　２８０部
　市販のビーズミル分散機に直径０．５ｍｍのＰＳＺボールを用い、ポリビニルブチラー
ルを溶解した２－ブタノン溶液及び上記顔料を投入し、ローター回転数１２００ｒ．ｐ．
ｍ．にて３０分間分散を行ない、電荷発生層用塗工液を作製した。
　なお、電荷発生層の膜厚は、７８０ｎｍにおける電荷発生層の透過率が２５％になるよ
うに調整した。電荷発生層の透過率は、下記組成の電荷発生層塗工液を、ポリエチレンテ
レフタレートフィルムを巻き付けたアルミシリンダーに感光体作製と同じ条件で塗工を行
ない、電荷発生層を塗工していないポリエチレンテレフタレートフィルムを比較対照とし
、市販の分光光度計（島津：ＵＶ－３１００）にて、７８０ｎｍの透過率を評価した。
【００６８】
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（電荷輸送層用塗工液）
　　合成実施例１のジスチリルベンゼン化合物混合物　　　　７部
　　ビスフェノールＺポリカーボネート　　　　　　　　　１０部
　　（パンライトＴＳ－２０５０、帝人化成製）
　　テトラヒドロフラン／トルエン（８／２）混合溶媒　　８０部
　　１％シリコーンオイル　溶媒：テトラヒドロフラン／トルエン（８／２）混合溶液
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　０．２部
　　　（ＫＦ５０－１ＣＳ、信越化学工業製）
【００６９】
＜電子写真感光体２＞
　電荷輸送層の電荷輸送剤を合成実施例２のジスチリルベンゼン化合物混合物に換えた以
外は応用例１と同様に電子写真感光体を作製した。
【００７０】
＜電子写真感光体３＞
電荷輸送層の電荷輸送剤を合成実施例３のジスチリルベンゼン化合物混合物に換えた以外
は応用例１と同様に電子写真感光体を作製した。
【００７１】
＜電子写真感光体４＞
　電荷輸送層の電荷輸送剤を合成実施例４のジスチリルベンゼン化合物混合物に換えた以
外は応用例１と同様に電子写真感光体を作製した。
【００７２】
＜電子写真感光体５＞
　電荷輸送層の電荷輸送剤をジスチリルベンゼン化合物Ｎｏ．１１に換えた以外は応用例
１と同様に電子写真感光体を作製した。
【００７３】
＜電子写真感光体６＞
　電荷輸送層の電荷輸送剤をジスチリルベンゼン化合物Ｎｏ．１２に換えた以外は応用例
１と同様に電子写真感光体を作製した。
【００７４】
＜電子写真感光体７＞
　電荷輸送層の電荷輸送剤をジスチリルベンゼン化合物Ｎｏ．１３に換えた以外は応用例
１と同様に電子写真感光体を作製した。
【００７５】
　応用例で作製した電子写真感光体を用いて、明部電位の測定および溶解性試験を行なっ
た。
　明部電位測定にはリコー製ｉｍａｇｉｏ　Ｎｅｏ２７０を用いた。
　ｉｍａｇｉｏ　Ｎｅｏ２７０の現像ユニットを分解し、表面電位計に接続された電位計
プローブを現像ユニットに取り付け、それに感光体をセットして、暗部電位が－８００（
Ｖ）になるように印加電位を調節した後、黒ベタ画像を出力することによって、明部電位
を測定した。表面電位計はＴＲＥＫ　ＭＯＤＥＬ３４４を用いた。
【００７６】
（溶解性試験）
　下記組成の溶液に電荷輸送剤を７部添加し、２５℃で攪拌した。電荷輸送剤が溶解する
までに要した時間で溶解性を評価した。
　　ビスフェノールＺポリカーボネート　　　　　　　　　　　１０部
　　　（パンライトＴＳ－２０５０、帝人化成製）
　　テトラヒドロフラン／トルエン（８／２）混合溶媒　　　　６８部
　　１％シリコーンオイル　溶媒：テトラヒドロフラン／トルエン（８／２）混合溶液
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　０．２部
　　　（ＫＦ５０－１ＣＳ、信越化学工業製）
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　電荷輸送剤の溶解性は以下の基準で判定した。
　　５：５分以内に溶解
　　４：１０分以内に溶解
　　３：２０分以内に溶解
　　２：３０分以内に溶解
　　１：２５℃では溶解せず
　測定結果を以下の表に示す。
【００７７】
【表２】

　電子写真感光体５～７については電荷輸送剤が溶解しなかったため、膜中に電荷輸送剤
が固体として残存した。そのため電子写真感光体を作製せず。
　合成例、応用例の結果から本発明のジスチリルベンゼン化合物混合物は優れた溶解性を
有し、電荷輸送剤として有用であるといえる。
【図面の簡単な説明】
【００７８】
【図１】合成実施例１のＩＲチャート図である。
【図２】合成実施例２のＩＲチャート図である。
【図３】合成実施例３のＩＲチャート図である。
【図４】合成実施例４のＩＲチャート図である。
【図５】応用例で作製した電子写真感光体の電荷発生剤のＸ線回折スペクトルである。
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